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(54) Bias-Schaltung

(57)  Es wird eine Schaltungsanordnung, insbeson-
dere eine Bias-Schaltung, (10) beschrieben, die zum Er-
zeugen einer Nutzspannung (VO0) dient, die unabhangig
vom tatsachlichen Wert der Versorgungsspannung
(VCC) ist. Die Schaltungsanordnung (10) weist eine
Vorrichtung (11) zum Erzeugen einer Referenzspan-
nung und eine oder mehrere Kollektor-Stromquelle(n)
auf, die jeweils aus einem Transistor (20, 30, 40) gebil-

detist/sind. Die Basis (21, 31, 41) jedes Transistors (20,
30, 40) ist mit dem Ausgang (14) der Vorrichtung (11)
zum Erzeugen der Referenzspannung verbunden. Der
Emitter (22, 32, 42) jedes Transistors (20, 30, 40) ist mit
Ground (13) verbunden und der Kollektor (23, 33, 43)
jedes Transistors (20, 30, 40) ist mit einer Spannungs-
quelle (11) fur die Versorgungsspannung (VCC) verbun-
den.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schal-
tungsanordnung, insbesondere eine Bias-Schaltung,
zum Erzeugen einer Nutzspannung (VO) .

[0002] Von derartigen Schaltungen, die beispielswei-
se in Form integrierter Bipolarschaltungen vorliegen,
wird in vielen Fallen gewlnscht, dal sie mit unter-
schiedlichen Versorgungsspannungen betrieben wer-
den kdénnen. In der Regel bewegen sich diese Versor-
gungsspannungswerte in einem Bereich von etwa 3,3
Volt bis etwa 5 Volt, wobei jeweils ein Toleranzbereich
von = 10% bertcksichtigt werden muf. Daraus folgt,
daf ein Versorgungsspannungsbereich zwischen etwa
3 Volt und etwa 5,5 Volt abgedeckt werden muf3.
[0003] Schaltungsanordnungen der genannten Art
werden in der Regel dazu verwendet, eine bestimmte,
definierte Nutzspannung zu erzeugen, die dann weite-
ren Nutzkreisschaltungen zur Verfigung gestellt wird.
Dabei ist es oftmals erwiinscht, daf} die erzeugte Nutz-
spannung mdglichst unabhangig von dufleren Bedin-
gungen, wie beispielsweise der Temperatur, verschie-
denen Technologieparametern und auch vom Wert der
der Schaltungsanordnung zur Verfligung gestellten Ver-
sorgungsspannung ist.

[0004] Dazu sind bisher eine ganze Reihe von unter-
schiedlichen Schaltungstypen entwickelt worden. In der
US-A-5,859,560 ist beispielsweise eine Schaltungsan-
ordnung beschrieben, mit der eine temperaturkompen-
sierte Stromquelle erzeugt werden kann. Diese Schal-
tung weist dazu unter anderem eine Bias-Schaltung auf.
[0005] Bekannte Schaltungskonzepte weisen in der
Praxis jedoch haufig eine Reihe von Nachteilen auf. So
ist es beispielsweise oftmals erforderlich, daB die in ei-
ner Vorrichtung zum Erzeugen einer Referenzspan-
nung erzeugte Referenzspannung Uber eine Regelein-
richtung geregelt werden mul, bevor sie als Nutzspan-
nung an einen Nutzschaltkreis abgegeben werden
kann. Die Regeleinrichtung bendtigt jedoch tblicherwei-
se eine Regelstrecke von mehreren hundert Millivolt,
nicht selten sogar von bis zu 0,5 Volt, so daR dem Nutz-
schaltkreis anschlieBend nur noch eine um diesen Be-
trag verminderte Nutzspannung (VO) zur Verfligung
steht. Wenn beispielsweise eine Nutzspannung (VO0)
von 3 Volt erzeugt werden soll und die Regeleinrichtung
eine Regelstrecke von 0,5 Volt bendétigt, steht dem Nutz-
schaltkreis somit nur noch eine verringerte Nutzspan-
nung (V0) von je nach Schaltungsanordnungstyp 2 bis
2,5 Volt zur Verfligung.

[0006] Andere Schaltungsstypen verwenden furihren
Aufbau pnp-Transistoren, die in vielen Fallen nachteilig
sind, da sie oftmals fur die genannten Anwendungsfalle
keine ausreichende Stromergiebigkeit aufweisen.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine konstruktiv einfache und kostengiinstige
Schaltungsanordnung bereitzustellen, mit der unabhan-
gig vom tatséchlichen Wert der Versorgungsspannung
immer eine stabile, volle Nutzspannung (= untere Ver-
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sorgungsspannungsgrenze) (VO0) zur Verfiigung gestellt
werden kann.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
eine Schaltungsanordnung gemafR Patentanspruch 1
geldst. Weitere vorteilhafte Merkmale, Aspekte und De-
tails der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den
abhangigen Anspruchen, der Beschreibung und den
Zeichnungen.

[0009] Erfindungsgemal wird eine Schaltungsanord-
nung, insbesondere eine Bias-Schaltung, zum Erzeu-
gen einer Nutzspannung (VO0), die unabhéngig vom tat-
sachlichen Wert der Versorgungsspannung (VCC) ist,
bereitgestellt, mit einer Vorrichtung zum Erzeugen einer
Referenzspannung und mit einer oder mehreren Kollek-
tor-Stromquelle(n), die jeweils aus einem Transistor ge-
bildet ist/sind, wobei die Basis des Transistors mit dem
Ausgang der Vorrichtung zum Erzeugen einer Refe-
renzspannung verbunden ist, der Emitter des Transi-
stors mit Ground verbunden ist und der Kollektor des
Transistors mit einer Spannungsquelle fiir die Versor-
gungsspannung (VCC)v verbunden ist.

[0010] Durch die erfindungsgemafle Schaltungsan-
ordnung wird es mdglich, dal immer die volle Nutzspan-
nung (VO) zur Verfiigung gestellt werden kann. Die auf
diese Weise erzeugte Nutzspannung (V0) kann bei-
spielsweise 3 Volt betragen. Jedoch ist die Erfindung
nicht auf eine bestimmte Hohe der erzeugten Nutzspan-
nung (VO) beschrankt, so daf® durch die Schaltungsan-
ordnung auch Nutzspannungen (VO0) mit beliebig ande-
ren Werten erzeugt werden kénnen.

[0011] Weiterhin bendétigt die erfindungsgemale
Schaltungsanordnung keine pnp-Transistoren, wo-
durch die weiter oben beschriebenen Nachteile vermie-
den werden koénnen.

[0012] Erfindungsgemal weist die Schaltungsanord-
nung zunachst eine Vorrichtung zum Erzeugen einer
Referenzspannung auf. Beispiele flir geeignete Vorrich-
tungen werden im weiteren Verlauf der Beschreibung
naher erlautert. Mit dem Ausgang dieser Vorrichtung ist
eine oder mehrere Kollektor-Stromquelle(n) verbunden,
die jeweils aus einem Transistor gebildet ist/sind. Die
Verbindung des wenigstens einen Transistors mit dem
Ausgang der Vorrichtung zum Erzeugen der Referenz-
spannung erfolgt Gber dessen Basis. Der Emitter des
wenigstens einen Transistors ist mit Ground verbunden.
Als Ground kann vorteilhaft die Versorgungsspannung
(VEE) benutzt werden. Der Kollektor des wenigstens ei-
nen Transistors hingegen ist mit einer Spannungsquelle
fiir die Versorgungsspannung (VCC) verbunden.
[0013] Diese Verbindung des Kollektors mit der Span-
nungsquelle fur die Versorgungsspannung (VCC) kann
auf verschiedene Weise erfolgen.

[0014] Soist es beispielsweise denkbar, daf} der Kol-
lektor direkt, etwa als Emitterfolger, mit der Spannungs-
quelle fiir die Versorgungsspannung (VCC) verbunden
ist. In diesem Fall kann die Schaltungsanordnung auf
sehr einfache Weise ausgestaltet werden, da unterhalb
der Durchbruchspannung die Versorgungsspannung
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(VCC) keinen wesentlichen Einflu mehr auf die Funk-
tion der Schaltungsanordnung hat.

[0015] Es ist jedoch auch denkbar, dal® der wenig-
stens eine, die Kollektor-Stromquelle bildende Transi-
stor, Uber einen Widerstand angeschlossen wird. Dazu
kann zwischen dem Kollektor des wenigstens einen
Transistors und der Spannungsquelle fir die Versor-
gungsspannung (VCC) ein Widerstand geschaltet sein.
Dieser Widerstand kann beispielsweise als Arbeitswi-
derstand, Spannungsteiler oder dergleichen ausgebil-
det sein.

[0016] BeiVerwendung eines derartigen Widerstands
wird ein von der Versorgungsspannung (VCC) gesteu-
erter Strom | eingespeist, der den Wert I=(VCC-V0)/R
aufweist, mit VCC gleich der Versorgungsspannung, VO
der Nutzspannung und R gleich dem verwendeten Wi-
derstand.

[0017] Ein solcher aus dem die Kollektor-Stromquelle
bildenden Transistor und dem Widerstand gebildeter
Schaltungsteil verhalt sich wie eine von der Versor-
gungsspannung (VCC) unabhangige Spannungsquelle
zur Erzeugung der Nutzspannung (V0), die einen ent-
sprechenden Innenwiderstand vom Wert R aufweist.
[0018] Je nach Bedarf und Anwendungsfall kénnen
die verwendeten Widerstdnde eine unterschiedliche
Grole aufweisen. Dazu benétigt man unterschiedliche
Kollektor-Stromquellen, die jeweils Uber eine entspre-
chende Anpassung der Emitterflachen des jeweiligen
Transistors realisiert werden kdnnen.

[0019] Vorzugsweise kdnnen zwei oder mehr Kollek-
tor-Stromquellen bildende Transistoren vorgesehen
sein.

[0020] Dabei kann jeder Kollektor jedes der Transi-
storen Uber jeweils einen eigenen Widerstand mit der
Spannungsquelle fir die Versorgungsspannung (VCC)
verbunden sein.

[0021] In weiterer Ausgestaltung kénnen die die Kol-
lektor-Stromquellen bildenden Transistoren gemein-
sam gesteuert werden.

[0022] Die Vorrichtung zum Erzeugen einer Refe-
renzspannung kann auf verschiedene Artund Weise ge-
bildet werden.

[0023] Soistes beispielsweise denkbar, dalk die Vor-
richtung zum Erzeugen einer Referenzspannung einen
Operationsverstarker aufweist.

[0024] Vorteilhaft kann die Vorrichtung zum Erzeugen
einer Referenzspannung auch eine sogenannte Band-
gap-Schaltung aufweisen. Eine derartige Schaltung
macht es mdglich, eine temperaturunabhangige Nutz-
spannung (V0) zu erzeugen. Bandgap-Schaltungen ba-
sieren auf dem Grundprinzip, das eine Spannung mit
negativem Temperaturkoeffizienten zu einer Spannung
mit positivem Temperaturkoeffizienten derart hinzu ad-
diert wird, dall der Temperaturkoeffizient Null wird. Bei
integrierten Bandgap-Schaltungen entsteht dabei bei-
spielsweise eine Spannung, die dem Bandlikkenab-
stand (Bandgap) des Halbleitermaterials entspricht. Die
Bandgap-Spannung fir Silizium liegt bei etwa 1.2 Volt.
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Eine vorteilhafte Ausfiihrungsform fir eine derartige
Bandgap-Schaltung ist beispielsweise in der von der
Anmelderin ebenfalls eingereichten Patentanmeldung
(GR 00 P 8030 DE) beschrieben, deren Offenbarungs-
gehalt insoweit in die Beschreibung der vorliegenden
Erfindung miteinbezogen wird.

[0025] Vorteilhaft kann der Wert der Versorgungs-
spannung (VCC) in einem Bereich zwischen 3 Volt und
5,5 Volt liegen. Dieser Bereich entspricht in etwa dem
Bereich der Versorgungsspannung (VCC), die bei
CMOS-Schaltungen gefordert werden.

[0026] Bevorzugt kann die erfindungsgemafe Schal-
tungsanordnung als integrierte Bipolarschaltung ausge-
bildet sein.

[0027] Die Erfindung wird nun an Hand von Ausflh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegende
Zeichnung naher erlautert. Es zeigen:

Figur 1 ein erstes Ausfliihrungsbeispiel einer Schal-
tungsanordnung gemaR der vorliegenden Erfin-
dung;

Figur 2 ein zweites Ausflihrungsbeispiel einer
Schaltungsanordnung geman der vorliegenden Er-
findung;

Figur 3 ein simuliertes Spannungs-Verlaufsdia-
gramm der in einer Schaltungsanordnung geman
Figur 2 erzeugten Nutzspannung (V0) bei Variation
der Versorgungsspannung (VCC) ;

Figur 4 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer er-
findungsgemaRen Schaltungsanordnung ; und
Figur 5 ein simuliertes Spannungs-Verlaufsdia-
gramm der in einer Schaltungsanordnung geman
Figur 4 erzeugten Nutzspannung (V0) bei Variation
der Versorgungsspannung (VCC) sowie bei unter-
schiedlichen Temperaturwerten.

[0028] In Figur 1 ist eine als Bias-Schaltung ausgebil-
dete Schaltungsanordnung 10 dargestellt, mit eine
Nutzspannung (V0) erzeugt werden kann, die unabhan-
gig vom tatsachlichen Wert der Versorgungsspannung
(VCQC) ist.

[0029] Die Schaltungsanordnung 10 weist zunachst
eine Vorrichtung 11 zum Erzeugen einer Referenzspan-
nung auf, die im vorliegenden Beispiel als Operations-
verstarker 50 ausgebildetist. Das im Operationsverstar-
ker 50 erzeugte Spannungssignal wird tiber einen Aus-
gang 14 der Vorrichtung 11 zum Erzeugen der Refe-
renzspannung an weitere Bauelemente der Schaltungs-
anordnung 10 weitergegeben.

[0030] Die Versorgungsspannung (VCC)sollineinem
Bereich zwischen 3 und 5 Volt variieren kbnnen, wobei
dennoch immer eine stabile volle Nutzspannung (V0)
von 3 Volt erzeugt werden soll, die dann einem der
Schaltungsanordnung 10 nachgeschalteten Nutz-
schaltkreis (nicht dargestellt) zur Verfligung gestellt
werden kann.

[0031] Um dies zu erreichen, sind in der Schaltungs-
anordnung 10 ein oder mehrere Kollektor-Stromquellen
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vorgesehen, die jeweils aus einem Transistor gebildet
ist/sind. In der Schaltungsanordnung 10 gemaf Figur 1
sind insgesamt drei Kollektor-Stromquellen gezeigt, die
jeweils aus einem Transistor 20, 30, 40 gebildet sind.
Naturlich kann die Zahl der Kollektor-Stromquellen je
nach Anwendungsfall beliebig variieren.

[0032] Die Basis 21, 31, 41 jedes Transistors 20, 30,
40 ist mit dem Ausgang 14 der Vorrichtung 11 zum Er-
zeugen der Referenzspannung verbunden. Der Emitter
22, 32, 42 jedes Transistors 20, 30, 40 ist mit Ground
13 verbunden, das im vorliegenden Ausflihrungsbei-
spiel die Versorgungsspannung (VEE) ist. Die Kollekto-
ren 23, 33, 43 der Transistoren 20, 30, 40 sind jeweils
mit einer Spannungsquelle 12 fir die Versorgungsspan-
nung (VCC) verbunden.

[0033] Zwischen den Kollektoren 23, 33, 43 und der
Spannungsquelle 12 fiir die Versorgungsspannung
(VCC) ist jeweils ein Widerstand 25, 35, 45 zwischen-
geschaltet. Bei Verwendung solcher Widerstande 25,
35, 45 mit dem jeweiligen Wert R wird ein von der Ver-
sorgungsspannung (VCC) gesteuerter Strom | erzeugt
und eingespeist, der den Wert I=(VCC-V0)/R hat.
[0034] Die aus den jeweiligen Transistoren 20, 30, 40
sowie den Widerstédnden 25, 35, 45 gebildeten Span-
nungsteile verhalten sich wie eine von der Versorgungs-
spannung (VCC) unabhangige Spannungsquelle fir die
Nutzspannung (V0) mit einem Innenwiderstand vom
Wert R. Fir unterschiedlich grofle Widerstédnde R wer-
den unterschiedlich dimensionierte Spannungsquellen
bendtigt. Dies kann durch eine Anpassung der Transi-
storen 20, 30, 40 Uber deren jeweilige Emitterflachen A
erfolgen. Wie im Hinblick auf den Transistor 40 und den
Widerstand 45 dargestellt ist, wird bei gréRer werden-
den Emitterflachen A'x die erforderlichen Werte der Wi-
derstande R/x immer geringer.

[0035] Die einzelnen als Kollektor-Stromquellen aus-
gebildeten Transistoren 20, 30, 40 werden vorteilhaft
gemeinsam gesteuert. Bei dem Widerstand 25 kann es
sich um einen sogenannten "Dummy-Widerstand" han-
deln, der zur Regelung dient. Ebenso Gbernimmt der
Operationsverstarker 50 auch Regelfunktionen, indem
er den ausgegebenen Referenzspannungswert auf den
gewtnschten Wert regelt.

[0036] In Figur 2 ist ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
der Schaltungsanordnung 10 dargestellt, in der die ein-
zelnen Elemente zu Simulationszwecken konkrete Wer-
te aufweisen.

[0037] Wiederum ist eine Vorrichtung 11 zum Erzeu-
gen einer Referenzspannung vorgesehen, die diesmal
aus einer Anzahl von Transistoren 60, 61, 62, 63, 64
sowie einer Anzahl von Widerstanden 65, 66, 67, 68 auf-
gebaut ist. Der Widerstand 65 hat eine GréRRe von 2 kQ,
der Widerstand 66 eine GroRRe von 1 kQ, der Widerstand
67 eine Grofie von 10 kQ und der Widerstand 68 eine
Grole von 3 kQ.

[0038] Die Spannungsquelle 12 stellt eine Versor-
gungsspannung (VCC) in der Hohe von 3 - 5 Volt zur
Verfligung. Als erzeugte Referenzspannung dient im
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vorliegenden Ausflihrungsbeispiel die Emitter-Basis-
strecke des Transistors (T1) 63 sowie der Spannungs-
quelle (V2) mit einem Wert von 2,13 Volt, was zusam-
men eine Referenzspannung von 3 Volt ausmacht.
[0039] Diese Referenzspannung von 3 Volt wird Uber
den Ausgang 14 der Vorrichtung 11 an die nachgeschal-
teten Kollektor-Stromquellen abgegeben. Wie im Aus-
fuhrungsbeispiel gemaR Figur 1 entspricht der Aufbau
dieser Spannungsquellen mit den Transistoren 20, 30,
40 sowie den jeweils dazugeschalteten Widerstanden
25, 35, 45 demjenigen Aufbau des Ausflihrungsbei-
spiels gemaR Figur 1, so daR gleiche Bauelemente mit
identischen Bezugsziffern versehen sind und auf eine
erneute Beschreibung des Grundaufbaus verzichtet
wird.

[0040] Der Widerstand 25 weist im Ausfiihrungsbei-
spiel gemaf Figur 2 einen Wert von 2 kQ auf, wahrend
der Widerstand 35 einen Wert von 1.120 Q und der Wi-
derstand 45 einen Wert von 2kQ hat.

[0041] Uber die in Figur 2 dargestellte Schaltungsan-
ordnung 10 wird es mdglich, eine Nutzspannung (VO0)
zu erzeugen, die unabhdngig vom tatsachlichen Wert
der Versorgungsspannung (VCC) ist, die zwischen 3
und 5 Volt liegen kann. Dies wird aus dem simulierten
Spannungs-Verlaufsdiagramm ersichtlich, das in Figur
3 dargestellt ist.

[0042] In Figur 3 ist der Verlauf der erzeugten Nutz-
spannung (V0) in Abhangigkeit von verschiedenen Ver-
sorgungsspannungen (VCC) aufgetragen. Wie aus dem
Diagramm ersichtlich ist, stellt sich ab einer Versor-
gungsspannung (VCC) von 3 Volt eine stabile Nutz-
spannung (V0) in H6he von 3 Volt ein, und zwar unab-
hangig davon, ob die Versorgungsspannung (VCC) 3
Volt, 5 Volt oder mehr betragt. Die Schaltungsanord-
nung 10 ist somit geeignet, eine stabile und volle Nutz-
spannung (VO) fir einen groRen Versorgungsspan-
nungsbereich, der dem erforderlichen Bereich von
CMOS-Schaltungen entspricht, bereitzustellen.

[0043] In Figur 4 ist eine Schaltungsanordnung 10
dargestellt, in der die Referenzspannung durch eine
Bandgap-Spannungsquelle 80 erzeugt wird. Die Band-
gap-Schaltung 80 weist eine Reihe von Transistoren 81,
82, 83, 84, 85 sowie eine Anzahl von Widerstanden 86,
87, 88 auf. Der Widerstand 86 hat einen Wert von 2 kS,
wahrend der Widerstand 87 einen Wertvon 1.400 Q und
der Widerstand 88 einen Wert von 2 kQ aufweist. Uber
die Bandgap-Schaltung 80 wird eine temperaturunab-
hangige Referenzspannung UB erzeugt, die bei Ver-
wendung von Silizium als Halbleitermaterial beispiels-
weise einen Wert von etwa 1.2 Volt aufweist.

[0044] Die auf diese Weise erzeugte Bandgap-Span-
nung UB wird in einem Regler 90, der aus einem Tran-
sistor 91, 92 sowie Widerstanden 93, 94, 95 gebildet ist,
in erforderlicher Weise nachgeregelt. Dabei weist der
Widerstand 93 einen Wert von 2 kQ, der Widerstand 94
einen Wertvon 240 Q und der Widerstand 95 einen Wert
von 5 kQ auf.

[0045] Sowohl der Regler 90 als auch die Bandgap-
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Schaltung 80 sind Bestandteil der Vorrichtung 11 zum
Erzeugen einer Referenzspannung.

[0046] Auf der rechten Seite des Reglers 90 ist ein
Vervielfacher 100 fir die Bandgap-Spannung UB vor-
gesehen, der aus einer Anzahl von Transistoren 101,
102, 103, 104 sowie verschiedenen Widerstanden 105,
106, 107 aufgebaut ist. Der Widerstand 105 hat einen
Wert von 2 kQ, wahrend der Widerstand 106 einen Wert
von 2 kQ und der Widerstand 107 einen Wert von 5 kQ
aufweist. Im Vervielfacher 100 tritt die in der Bandgap-
Schaltung 80 erzeugte Bandgap-Spannung UB noch
einmal auf, wobei sie hier um den Faktor (1+R12/R14)
vergréRert wird, wobei es sich bei dem Widerstand R12
um den widerstand 105 und bei dem Widerstand R14
um den Widerstand 106 handelt. Auf diese Weise wird
eine Gesamtreferenzspannung von beispielsweise 3
Volt erreicht.

[0047] Die auf diese Weise erzeugte Referenzspan-
nung wird Uber den Ausgang 14 der Vorrichtung 11 zum
Erzeugen der Referenzspannung an die die Kollektor-
Stromquellen bildenden Transistoren 20, 30 weiterge-
leitet. Im Ausfiihrungsbeispiel gemaf Figur 4 sind nur
zwei Transistoren 20, 30 dargestellt, die in ihrem Grund-
aufbau jedoch denin Figur 1 und 2 beschriebenen Tran-
sistoren entsprechen, so daf im Hinblick auf deren Auf-
bau sowie deren Funktionsweise auf die Ausfiihrungen
zu den Figuren 1 und 2 verwiesen wird.

[0048] Die Kollektoren der beiden Transistoren 20, 30
sind Uber entsprechende Widerstéande 25, 35 mit der
Spannungsquelle 12 fir die Versorgungsspannung
(VCC) verbunden. Die beiden Widerstande 25, 35 wei-
sen dabei jeweils einen Wert von 2 kQ auf.

[0049] Durch die Bezeichnung "weitere Stromquel-
len" am rechten Rand der Schaltungsanordnung 10 wird
verdeutlicht, dal die Anzahl der die Kollektor-Strom-
quellen bildenden Transistoren je nach Bedarf und An-
wendungsfall variiert werden kann. Die Erfindung ist
nicht auf eine bestimmte Anzahl derartiger Transistoren
beziehungsweise Stromquellen beschrankt.

[0050] Durch die in Figur 4 dargestellte Schaltungs-
anordnung kann eine Nutzspannung (V0) erzeugt wer-
den, die nicht nur unabhangig vom tatsachlichen Wert
der Versorgungsspannung (VCC) ist, sondern die
gleichzeitig auch unabhangig von der jeweils vorherr-
schenden Temperatur ist. Dies wird aus dem simulierten
Spannungs-Verlaufsdiagramm in Figur 5 ersichtlich.
[0051] Das in Figur 5 dargestellte Spannungs-Ver-
laufsdiagramm zeigt den Wert der Nutzspannung (VO0)
sowohl in Abh&ngigkeit von der Versorgungsspannung
(VCC) als auch in Abhangigkeit von unterschiedlichen
Temperaturen, im vorliegenden Fall 0°C, 50°C sowie
100°C. Wie aus der simulierten Spannungskurve fur die
Nutzspannung (V0) ersichtlich wird, stellt sich ab einer
Versorgungsspannung (VCC) von 3 Volt eine stabile,
volle Nutzspannung (VO0) von 3 Volt ein, die auch bei
zunehmender GroéRe der Versorgungsspannung (VCC)
bis hinauf zu mehr als 5 Volt stabil bleibt. Gleichzeitig
ist die durch die in Figur 4 dargestellte Schaltungsan-
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ordnung 10 erzeugte Nutzspannung (V0) auch unab-
hangig von der vorherrschenden Temperatur.

Patentanspriiche

1. Schaltungsanordnung, insbesondere Bias-Schal-
tung (10), zum Erzeugen einer Nutzspannung (V0),
die unabhangig vom tatsachlichen Wert der Versor-
gungsspannung (VCC) ist, mit einer Vorrichtung
(11) zum Erzeugen einer Referenzspannung und
mit einer oder mehreren Kollektor-Stromquelle(n),
die jeweils aus einem Transistor (20;30;40) gebildet
ist/sind, wobei die Basis (21; 31; 41) des Transistors
(20; 30; 40) mit dem Ausgang (14) der Vorrichtung
(11) zum Erzeugen einer Referenzspannung ver-
bunden ist, der Emitter (22; 32; 42) des Transistors
(20; 30; 40) mit Ground (13) verbunden ist und der
Kollektor (23; 33; 43) des Transistors (20; 30; 40)
mit einer Spannungsquelle (12) fir die Versor-
gungsspannung (VCC) verbunden ist.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daBl zwischen dem Kollektor (23;
33; 43) des wenigstens einen Transistors (20; 30;
40) und der Spannungsquelle (12) fir die Versor-
gungsspannung (VCC) ein Widerstand (25; 35; 45)
geschaltet ist.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dal zwei oder mehr Kol-
lektor-Stromquellen bildende Transistoren (20; 30;
40) vorgesehen sind.

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daB jeder Kollektor (23, 33, 43)
jedes der Transistoren (20; 30; 40) Giber jeweils ei-
nen Widerstand (25, 35, 45) mit der Spannungs-
quelle (12) fur Versorgungsspannung (VCC) ver-
bunden ist.

5. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die die Kol-
lektor-Stromquellen bildenden Transistoren (20,
30, 40) gemeinsam gesteuert werden.

6. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorrich-
tung (11) zum Erzeugen einer Referenzspannung
einen Operationsverstarker (50) aufweist.

7. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die Vorrich-
tung (11) zum Erzeugen einer Referenzspannung
eine Bandgap-Schaltung (80) aufweist.

8. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Wert
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der Versorgungsspannung (VCC) in einem Bereich
zwischen 3 Volt und 5,5 Volt liegt.

Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB diese als
integrierte Bipolarschaltung ausgebildet ist.
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